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１．概要（Summary）
サファイア基板に AlGaN 系の薄膜デバイスを形成した

基板をブレードダイシングを行う。ｻﾌｧｲｱ基板は硬いため

可能なブレードの選定と条件だしが必要である。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

ダイシングソー

【実験方法】

サファイア基板単体でブレードダイシングの速度、深さ

などの条件出しを行い、本番の切断に適用した。

３．結果と考察（Results and Discussion）
下写真はダイシングに供したサファイア基板から成る薄

膜デバイスである。不定形ウェーハであること、ウェーハが

小さいことなどから、平行度はやや出しにくい。

Fig. 1. The image of the device using sapphire.

Fig. 2 はウェーハ(上 Fig. 1)から切り出した典型的なチッ

プの写真である。

Fig. 3 は 4 個取りの別のウェーハである。同様に切断

して 4 個のセルを取り出した。

Fig. 2. The image of the chip after dicing.

Fig. 3. The image of the device.

４．その他・特記事項（Others）
「なし。」

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）
「なし。」

６．関連特許（Patent）
「なし。」


